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(54) Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fiir eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte und

Halbzeug.

(57) Die Erfindung betrifft ein Halbzeug und ein Verfahren zum
Herstellen eines Halbzeuges fur eine Leiterplatte. Das Verfah-
ren umfasst die folgenden Schritte: Ausbilden einer Isolierschicht
(2) aus einem elektrisch isolierenden Material, Herstellen einer
aussen liegenden Leitungsschicht (3; 4) aus Aluminium auf der
Isolierschicht (2), Ausbilden einer Durchgangséffnung durch die
Isolierschicht (2) und die Leitungsschicht (3; 4) hindurch, der-
art, dass im Bereich der Durchgangséffnung (5) ein Offnungsbe-
reich, welcher der Leitungsschicht (3; 4) zugeordnet ist, und ein
weiterer Offnungsbereich gebildet werden, welcher der Isolier-
schicht (2) zugeordnet ist, Vorbereiten des Offnungsbereiches
fur eine Metallisierung, indem im Offnungsbereich eine Aktivie-
rungsschicht (7) aufgetragen wird, Vorbereiten des weiteren fo-
nungsbereiches fiir eine Metallisierung, indem im weiteren Off-
nungsbereich eine weitere Aktivierungsschicht (10) aufgetragen
wird, und Metallisieren des Offnungsbereiches und des weite-
ren Offnungsbereiches, indem auf der Aktivierungsschicht (7)
im Offnungsbereich und der weiteren Aktivierungsschicht (10)
im weiteren Offnungsbereich jeweils eine Metallisierungsschicht
(11) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden Materialien
abgeschieden wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Technologien auf dem Gebiet der Leiterplatten.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Leiterplatten werden benutzt, um elektronische oder elektrische Bauelemente aufzunehmen. Leiterplatten sind in
ein- und mehrlagiger Ausflhrung bekannt. Mehrlagige Leiterplatten verfligen Uber mehrere elektrische Leitungsebenen,
die mit Hilfe von Isolierschichten voneinander getrennt sind.

[0003] Als Material flr die die Leitungsebenen bildenden Leitungsschichten wird haufig Kupfer eingesetzt. Hierbei besteht
jedoch das Problem, dass Kupfer aufgrund seiner natiirlichen Materialeigenschaften erst oberflachenseitig behandelt wer-
den muss, um beim anschliessenden Verpressen der Leitungsschichten mit den Isolierschichten in ausreichendem Um-
fang eine haftende Verbindung mit dem elektrisch isolierenden Material der Isolierschichten einzugehen.

[0004] Das Dokument US 2005/0 178 669 beschreibt ein Verfahren zum Verzinken von Aluminiumoberflachen flir eine
nachfolgende Beschichtung.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbzeug flr eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte und ein Verfahren zum Her-
stellen anzugeben, mit denen die Mdglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Leiterplatten fir verschiedene Anwen-
dungsaufgaben erweitert sind. Insbesondere sollen Haftprobleme zwischen Schichtmaterialien vermieden werden.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaéss durch ein Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges fir eine ein- oder
mehrlagige Leitplatte nach dem unabhéngigen Anspruch 1 sowie ein Halbzeug nach dem unabhé&ngigen Anspruch 9
geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von abhéngigen Unteransprichen.

[0007] Das Verfahren zum Herstellen des Halbzeuges kann als Verfahren zum Herstellen einer ein- oder mehrlagigen
Leiterplatte ausgefiihrt werden, indem insbesondere ein Schritt vorgesehen ist, mit dem die aussen liegende Leitungs-
schicht mit Leiterbarmstrukturen gebildet wird. Hierdurch wird dann eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte hergestellt, die
auf dem beschriebenen Halbzeug basiert und dieses als eine Art Leiterplattenbasisstruktur verwendet. Die Leiterplatte
wird mit einer Durchkontaktierung in der Durchgangséffnung gebildet.

[0008] Wahrend eine einlagige Leiterplatte Uiber nur eine Leitungsschicht oder -ebene aufweist, verflgt eine mehrlagige
Leiterplatte ber mehrere solcher Schichten oder Ebenen.

[0009] Bei der Erfindung ist vorgesehen, dass die aussen liegende Leitungsschicht aus Aluminium besteht. Aluminium hat
als Material den Vorteil, dass es wahlweise auch ohne Vorbehandlung eine gut haftende Verbindung mit Materialien ein-
geht, die Ublicherweise fir Isolierschichten in Leiterplatten eingesetzt werden, beispielsweise Harzmaterialen wie Epoxy,
wenn Leitungsschicht und Isolierschicht miteinander verpresst werden. Darlber hinaus verfigt Aluminium Uber ein gerin-
geres Gewicht im Vergleich zu dem haufig bei Leiterplatten zum Einsatz kommenden Kupfer. Mittels der Leitungsschicht
aus Aluminium ist ein direktes Bonden mit Aluminiumdréhten ermdglicht.

[0010] Der Schritt zum «Metallisieren» in der hier verwendeten Bedeutung betrifft das Ausbilden einer 16tfahigen Oberfla-
chenschicht, die geeignet ist, eine gut haftende Verbindung mit einem Lotmaterial beim Léten einzugehen. Das Metallisie-
ren des Offnungsbereiches und des weiteren Offnungsbereiches kann in einem gemeinsamen Schritt oder in getrennten
Metallisierungsschritten durchgefiihrt werden. Auch kann in einer Ausgestaltung vorgesehen sein, den Offnungsbereich
einerseits und den weiteren Offnungsbereich andererseits zum Ausbilden der jeweiligen I6tfahigen Oberflache mit unter-
schiedlichen elektrisch leitenden Materialien zu versehen.

[0011] Das Vorbereiten des Offnungsbereiches einerseits und des weiteren Offnungsbereiches andererseits wird vor-
zugsweise in getrennten Schritten durchgefuhrt. Das Vorbereiten flir die Metallisierung entspricht einer Art Aktivierung der
jeweiligen Oberflachenbereiche flr die anschliessende Metallisierung, d. h. das Ausbilden einer 16tfahigen Oberflache.
Da im Offnungsbereich das Aluminiummaterial und im weiteren Offnungsbereich das Material der Isolierschicht mit einer
Aktivierungsschicht zu versehen sind, ist bevorzugt vorgesehen, dass die Aktivierungsschichten aus unterschiedlichen
Werkstoffen hergestellt werden, die jeweils auf das Material im Offnungsbereich und im weiteren Offnungsbereich abge-
stimmt sind.

[0012] Als Material fir die Isolierschicht kdnnen beliebige Materialen zum Einsatz kommen, wie sie Ublicherweise flr die
Leiterplattenherstellung genutzt werden. Hierzu gehdren insbesondere Harzmaterialen wie Epoxy.

[0013] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Offnungsbereich beim Vorbereiten fiir die Metal-
lisierung mittels chemischen Vernickeln mit einer nickelhaltigen Aktivierungsschicht versehen wird. Das chemische Verni-
ckeln unterscheidet sich vom galvanischen Abscheiden dadurch, dass kein Stromfluss zur Abscheidung genutzt wird. Es
kénnen Materialmischungen mit lberwiegendem Nickelanteil zum Einsatz kommen, beispielsweise eine Nickel-Gold-Le-
gierung. Ein zum chemischen Vernickeln der Aluminiumoberflache im Offnungsbereich vorteilhaft eingesetztes Material
ist Zink.
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[0014] Bei einer zweckméssigen Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass auf der Isolierschicht eine
weitere Leitungsschicht aus Aluminium hergestellt wird, durch welche sich die Durchgangséffnung erstreckt, so dass im
Bereich der Durchgangséffnung ein zusatzlicher Offnungsbereich gebildet ist, welcher der weiteren Leitungsschicht zu-
geordnet ist. Mit Hilfe der weiteren Leitungsschicht wird eine weitere elektrische Leitungsebene in dem Halbzeug bereit-
gestellt. Die auf diese Weise in der Durchgangséffnung entstehenden zusatzlichen Offnungsbereiche kdnnen hinsichtlich
des Aktivierens und Metallisierens wie die der Leitungsschicht zugeordneten Offnungsbereiche in der Durchgangsdffnung
behandelt werden.

[0015] Eine vorteilhafte Ausflhrungsform der Erfindung sieht vor, dass die weitere Leitungsschicht als weitere aussen
liegende Schicht hergestellt wird. Auf diese Weise ist ein Halbzeug fir eine Leiterplatte gebildet, bei der eine mittige
Isolierschicht beidseitig von Leitungsebenen bedeckt ist und bei der eine Durchkontaktierung gebildet ist.

[0016] Bevorzugt sieht eine alternative Fortbildung der Erfindung vor, dass die weitere Leitungsschicht als innen liegende
Schicht zwischen der Isolierschicht und einer weiteren Isolierschicht hergestellt wird. Hierdurch ist ein Halbzeug fir eine
mehrlagige Leiterplatte gebildet, bei der wenigstens eine Leitungsebene innen liegend zwischen Isolierschichten ange-
ordnet ist.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Leitungsschicht und/ oder die
weitere Leitungsschicht als eine strukturierte Leitungsschicht aus Aluminium mit einer Leiterbahnbasisstruktur gebildet
werden. Im Unterschied zu der Leitungsschicht mit der Leiterbahnbasisstruktur kann alternativ vorgesehen sein, dass die
Leitungsschicht unstrukturiert gebildet ist, sodass eine Art unstrukturierter Uberzug auf wenigstens einer der flachigen
Aussenseiten der Isolierschicht gebildet ist. Halbzeuge fir mehrlagige Leiterplatten kdnnen strukturierte und unstruktu-
rierte Leitungsschichten kombinieren.

[0018] Eine Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, dass Leiterbahnbasisstruktur als Basisstruktur flr die Leistungs-
elektronik hergestellt wird. Hierbei weisen die Leiterbahnen vorzugsweise eine Dicke von wenigstens 100 pm auf. Lei-
tungsbahndicken von bis zu 400 pm oder noch mehr kénnen vorgesehen sein. Alternativ kann die Leiterbahnenbasiss-
truktur als Dinnschichtstruktur ausgefihrt sein.

[0019] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass auf der Leitungsschicht ein Létbereich fir eine Metalli-
sierung vorbereitet und der vorbereitete Létbereich metallisiert wird, indem in dem vorbereiteten Létbereich ein oder meh-
rere elektrisch leitende Materialien abgeschieden werden. Der Létbereich bildet einen I6tfahigen Bereich auf der aussen
liegenden Oberflache der Leitungsschicht. Das Vorbereiten und/oder Metallisieren des Létbereiches kann zeitgleich oder
zeitversetzt zum Vorbereiten und/oder Metallisieren der Offnungsbereiche erfolgen. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
den Lotbereich in einem Verfahrensschritt zusammen mit dem Offnungsbereich zu aktivieren, also die Aktivierungsschicht
auszubilden. Auch die hierauf folgende Metallisierung kann fir den Offnungsbereich in der Durchgangséffnung einerseits
und den Létbereich auf der Leitungsschicht andererseits zeitgleich in einem Arbeitsschritt erfolgen. Alternativ sind aber
auch getrennte Arbeitsschritte méglich. Hinsichtlich des Vorbereitens und/oder des Metallisierens gelten die in Verbindung
mit den Aluminiumoberflachen im Offnungsbereich der Durchgangséffnung gemachten Erlauterungen entsprechend. Wei-
tere Lotbereiche kédnnen auf der weiteren Leitungsschicht vorgesehen sein, insbesondere wenn diese ebenfalls aussen
liegend gebildet ist.

Beschreibung bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausflihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeich-
nung naher erlautert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Schichtanordnung fur eine Leiterplatte, bei der eine Isolierschicht beid-
seitig mit einer Leitungsschicht aus Aluminium beschichtet ist,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Schichtanordnung aus Fig. 1, wobei aussen liegende Oberflachenberei-
che der Leitungsschichten mit einer Aktivierungsschicht versehen sind, die sich auch in eine Durchgangsoff-
nung hinein erstreckt,

Fig. 3 qine schematische Darstellung der Schichtanordnung aus Fig. 2, wobei in der Durchgangséffnung auf einem
Offnungsbereich, welcher von der Isolierschicht in der Durchgangsoéffnung gebildet ist, eine weitere Aktivie-
rungsschicht gebildet ist,

Fig. 4  eine schematische Darstellung der Schichtanordnung aus Fig. 3, wobei auf der Aktivierungsschicht und der
weiteren Aktivierungsschicht eine Metallisierung gebildet ist,

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Abschnitts einer Leiterplatte unter Verwendung der Schichtanordnung
aus Fig. 4 und

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Schichtanordnung flir eine Leiterplatte, bei der innen und aussen liegen-
de Leitungsschichten aus Aluminium gebildet sind.
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[0021] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines als Schichtanordnung ausgefiihrtes Halbzeug 1 flrr eine
Leiterplatte im Querschnitt. Es kann vorgesehen sein, auf Basis des Halbzeuges 1 eine Leiterplatte zu fertigen, zum
Beispiel eine Leiterplatte mit zusatzlichen Leiterbahnstrukturen. Aber auch das dargestellte Halbzeug 1 kann bereits als
Leiterplatte zum Einsatz kommen.

[0022] Eine Isolierschicht 2 ist auf der Vorder- und der Riickseite mit einer Leitungsschicht 3 und einer weiteren Leitungs-
schicht 4 versehen, die jeweils aus Aluminium bestehen und aussen liegend gebildet sind. Das Material fur die Isolier-
schicht 2 wird beispielsweise mittels sogenannter Prepregs oder in Form eines Folienmaterials bereitgestellt. Die Leitungs-
schichten 3, 4 aus Aluminium kénnen mithilfe von Aluminiumfolien erzeugt werden.

[0023] Es ist ein Abschnitt des Halbzeuges 1 gezeigt, in dem eine Durchgangséffnung 5 durch die Leitungsschichten 3,
4 und die Isolierschicht 2 hindurch gebildet ist. Die Leitungsschicht 3 auf der Vorderseite und / oder die weitere Leitungs-
schicht 4 auf der Rickseite der Isolierschicht 2 kénnen als strukturierte Leitungsschichten mit zugeordnete Leiterbahn-
strukturen ausgefuhrt sein.

[0024] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung der Schichtanordnung aus Fig. 1, wobei aussen liegende Oberflachen-
bereiche 6 der beiden Leitungsschichten 3, 4 mit einer Aktivierungsschicht 7 versehen sind. Die Aktivierungsschicht 7 auf
den Leitungsschichten 3, 4 erstreckt sich auch in die Durchgangséffnung 5 hinein, namlich dort gebildete Offnungsberei-
che 8, die in der Durchgangséffnung 5 von den Leitungsschichten 3, 4 gebildet werden.

[0025] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung des Halbzeuges aus Fig. 2, wobei in der Durchgangsoéffnung 5 auf
einem Offnungsbereich 9, welcher von der Isolierschicht 2 in der Durchgangs6éffnung 5 gebildet ist, eine weitere Aktivie-
rungsschicht 10 hergestellt ist.

[0026] Die Aktivierungsschicht 7 auf den Aluminiumoberflachen der Leitungsschichten 3, 4 ist mittels chemischen Verni-
ckeln hergestellt, zum Beispiel in Form eines Zinkatliberzugs. Die weitere Aktivierungsschicht 10 ist mittels eines Direkt-
matellisierungs-Prozesses als DMSE-Schicht (insbesondere «Direct Metallisation Ethylenedioxythiophene») gebildet mit-
tels eines leitfahigen organischen Polymers. Auch andere Materialien kénnen zur Aktivierung der Oberflache in dem der
Isolierschicht 2 zugeordneten Offnungsbereich 9 in der Durchgangséffnung 5 genutzt werden.

[0027] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung des als Schichtanordnung ausgebildeten Halbzeuges 1 aus Fig. 3,
wobei auf der Aktivierungsschicht 7 und der weiteren Aktivierungsschicht 10 nun eine Metallisierung 11 abgeschieden
ist, die beispielsweise aus Kupfer besteht. Die Abscheidung kann mittels eines galvanischen Prozesses ausgefliihrt wer-
den. Auf diese Weise sind I6tfahige Oberflachenbereiche gebildet, die beispielsweise zum Anschluss von elekironischen
Bauelementen dienen.

[0028] Die hergestellte Schichtanordnung kann in dieser Form als Leiterplatte zum Einsatz kommen. Es kénnen jedoch
auch weitere Verarbeitungsschritte vorgesehen sein, insbesondere zur Ausbildung einer gewiinschten Leiterbahnenstruk-
tur. Hierzu kénnen dann Verfahrensschritte der tUblichen Leiterplattentechnologie zum Einsatz kommen, wozu insbeson-
dere die Photolithografie, das Atzen sowie das Beschichten mit Lotstopplack gehoren. Lét- oder bondfahige Oberflachen
kdnnen zum Beispiel erzeugt werden, indem Nickel- oder Silberablagerungen aufgebracht werden. Hierzu kénnen die im
Zusammenhang mit der Leiterplattenherstellung als solche bekannten Technologien eingesetzt werden.

[0029] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Abschnitts einer Leiterplatte, die ausgehend von dem Halbzeug
1 nach den Fig. 1 bis 4 hergestellt wurde. Es ist eine Leiterbahnstrukur mit einer Létflache 20 und einer Bondflache 21
gebildet. Die Bondflache 21 ist hergestellt, indem die Metallisierung 11 und die Aktivierungsschicht 7 abgeétzt wurden.
Daruber hinaus sind Lotstoppbereiche 22 hergestellt.

[0030] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung einer Schichtanordnung flir eine mehrlagige Leiterplatte, bei der meh-
rere Isolierschichten 30, 31, 32 Ubereinander gestapelt sind, die mittels sogenannter Prepregs oder in Form eines Folien-
materials erzeugt sind. Aussenseitig ist der Stapel der Isolierschichten 30, 31, 32 auf der Vorder- und der Riickseite mit
einer jeweiligen Leitungsschicht 33, 34 aus Aluminium versehen. Im Stapel der Isolierschichten 30, 31, 32 sind weiterhin
Leiterbahnen 35 gebildet, die beim Aufbau des Stapels von Isolierschichten 30, 31, 32 mittels Ublicher Technologie unter
Verwendung der Photolithografie und des Atzens hergestellt sind. Das in Fig. 6 dargestellte Halbzeug kann nun in der
oben unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 5 beschriebenen Art und Weise weiterverarbeitet werden, um im Bereich der
Durchgangséffnung 5 und auf den Aluminiumschichten 33, 34 16t- oder bondfahige Oberflachenbereiche auszubilden.

[0031] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprachen und der Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung
kdnnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination flr die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausflhrungen von Bedeutung sein.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges flr eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte, wobei das Verfahren die fol-
genden Schritte umfasst:
- Ausbilden einer Isolierschicht (2; 30, 31, 32) aus einem elektrisch isolierenden Material,
- Herstellen einer aussen liegenden Leitungsschicht (3; 4; 33; 34) aus Aluminium auf der Isolierschicht (2),
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- Ausbilden einer Durchgangséffnung (5) durch die Isolierschicht (2) und die Leitungsschicht (3; 4) hindurch, derart,
dass im Bereich der Durchgangséffnung (5) ein Offnungsbereich (8), welcher der Leitungsschicht (3; 4) zugeordnet
ist, und ein weiterer Offnungsbereich (9) gebildet werden, welcher der Isolierschicht (2) zugeordnet ist,

- Vorbereiten des Offnungsbereiches (8) fir eine Metallisierung, indem im Offnungsbereich (8) eine Aktivierungs-
schicht (7) aufgetragen wird,

- Vorbereiten des weiteren Offnungsbereiches (9) fur eine Metallisierung, indem im weiteren Offnungsbereich (9) eine
weitere Aktivierungsschicht (10) aufgetragen wird,

- Metallisieren des Offnungsbereiches (8) und des weiteren Offnungsbereiches (9), indem auf der Aktivierungsschicht
(7) im Offnungsbereich (8) und der weiteren Aktivierungsschicht (10) im weiteren Offnungsbereich (9) jeweils eine
Metallisierungsschicht (11) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden Materialien abgeschieden wird, und

- Ausbilden der Leitungsschicht (3; 4; 33; 34) als eine strukturierte Leitungsschicht aus Aluminium mit einer Leiter-
bahnbasisstruktur mit einer Bondflache (21), wobei hierbei im Bereich der Bondflache (21) die Aktivierungsschicht
(7) und die Metallisierungsschicht (11) entfernt werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Offnungsbereich (8) beim Vorbereiten fiir die Metal-
lisierung mittels chemischen Vernickeln mit einer nickelhaltigen Aktivierungsschicht versehen wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Isolierschicht (2) eine weitere Leitungs-
schicht (4; 3; 34; 33) aus Aluminium hergestellt wird, durch welche sich die Durchgangséffnung (6) erstreckt, so dass
im Bereich der Durchgangsdffnung (5) ein zusatzlicher Offnungsbereich gebildet ist, welcher der weiteren Leitungs-
schicht (4; 3; 34; 33) zugeordnet ist.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Leitungsschicht (4; 3; 34; 33) als weitere
aussen hegende Schicht hergestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Leitungsschicht als innen liegende Schicht
zwischen der Isolierschicht und einer weiteren Isolierschicht hergestellt wird.

Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Leitungsschicht
(4; 3; 34; 33) als eine strukturierte Leitungsschicht aus Aluminium mit einer Leiterbahnbasisstruktur gebildet wird.

Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass Leiterbahnbasisstruktur als Basisstruktur fiir die Leis-
tungselektronik hergestellt wird.

Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Leitungs-
schicht (3; 4) ein Létbereich (20) fur eine Metallisierung vorbereitet und der vorbereitete Létbereich metallisiert wird,
indem in dem vorbereiteten Létbereich ein oder mehrere elektrisch leitende Materialien abgeschieden werden.

Halbzeug fUr eine ein- oder mehrlagige Leiterplatte, mit:

- einer Isolierschicht (2; 30, 31, 32) aus einem elektrisch isolierenden Material,

- einer aussen liegenden Leitungsschicht (3; 4) aus Aluminium auf der Isolierschicht (2; 30; 32) und

- einer Durchgangséffnung (6) durch die Isolierschicht (2; 30, 31, 32) und die Leitungsschicht (3; 4) hindurch, der-
art, dass im Bereich der Durchgangsoffnung (5) ein Offnungsbereich (8), welcher der Leitungsschicht (3; 4) zugeord-
net ist, und ein weiterer Offnungsbereich (9) gebildet sind, welcher der Isolierschicht (2) zugeordnet ist, wobei die
Durchgangséffnung (5) im Offnungsbereich (8) und im weiteren Offnungsbereich (9) metallisiert ist, indem auf eine
jeweilige Aktivierungsschicht (7) im Offnungsbereich (8) und im weiteren Offnungsbereich (9) jeweils eine Metallisie-
rungsschicht (7, 10) aus einem oder mehreren elektrisch leitenden Materialien abgeschieden ist, und wobei die Lei-
tungsschicht (3; 4; 33; 34) als eine strukturierte Leitungsschicht aus Aluminium mit einer Leiterbahnbasisstruktur mit
einer Bondflache (21) gebildet ist, in deren Bereich die Aktivierungsschicht (7) und die Metallisierungsschicht (11)
entfernt sind.
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